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Die Erfindung betrifft cine imegrterte Halbleiteran- 
ordnung und ein Verfahren zu deren Herstellung nach 
dem Oberbegriff der PatentansprOche 1. 8 und 1 0. 

Die Erfindung findet Anwendung bei der Herstellung 
von sogenannten CMOD-SchaJtungen. Diese Schahun- 
gen cnthalten jnindestens cine Scrienscbahung a us zwei 
komplementarcn MOD (mod uiaiionsdoUcften>Feldcf- 
fekttransistorenr(MOD-FET)L z, B. erne Serienschahung 
aus einem n-Kanal- MODFET und einem p-Kanal- 
MODFET. MODFET besitzen hohe Ladungstr*gerbe- 
weglichkeiten. so daO CMOD-SchaJtungen hohe Schalt- 
geschwindigkeiten erreichen. Eine derartige SchaJ* 
tungsanordnung ist aus der DE OS 37 31 000 bekannu 
bei der auf einem Si-Substrat zwei MODFET nebenein- 
ander angeordnet sind und die gleiche Kanal-Halblei- 
terschichteniolgen besitzen. Derartig angeordnete 
CMOD-Schaltungen erfordem lange elcktrische Zulei- 
tungen und es entstehen rclaiiv groOe BahnwidersUnde. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, 
eine gattungsgemlBe Haibleiteranordnung und ein Ver- 
fahren zu dcrcn Herstellung anzugeben, bei der kom- 
pakte. kurze elcktrische Zuleitungen herstellbar sind. 

Diese Aufgabe wird gelost dureh die im kennzeich- 
nenden Teil der PatentansprOcbe 1. 8 und 10 angegebe* 
nen Merkmale. Vortcilhaf te AusgestaJtungen und/odcr 
Weiterbtldungen sind den UnteransprOchen entnehrn- 
bar. 

Die erfmdungsgem&Oe CMOD-Anordnung hal den 
Vorteil, daO die komplementiren MODFET Ober einen 
gemeinsamen Gatc-Ko mak t ansteuerbar sind Deswei- 
teren ist auch die MODFET- Anordnung so gewAhlt, daO 
lediglich ein Drain kontakt benotigt wird Dadurch sind 
kompakte und kurze elektrische Zuleitungen for die 
CMOD-Anordnung herstellbar. 

Bei den vertikai angeordnete n ko m piemen taren 
MODFfcTT werden bekannte MODFET-Strukturcn fur 
die Einzdbauelemente verwendet Der Aufbao der Ein- 
zelbauelemente kann jedoch im Hinblick auf die Ce- 
samtanordnung optimicrt werden. 

Die Erfindung wird im folgendcn anhand von AusfOh- 
rungsbcispielen unter Bezugnahme auf scbematische 
Zeichnungen naher erUutert 

In Fig. 1 ist die Kontaktierung der erfindungsgema- 
Oen CMOD-Anordnung schematisch dargestellL 

Die Fig. 2 und 3 zeigen beispiclhafte Halbfetter- 
schichtenfolgen fur vertikai angeordnete kompiemenUr 
MODFET. 

In den Fig. 4 und 5 sind die Verfahrcnsschritte zur 
Herstellung von vertikalen und lateralen CMOD-An- 
ordnungen angegeben. 

Um cine Kontaktierung gemiB Fig, 1 von komple- 
mentiren MODFET zu ermoghchen, ist ea bercpietiwei- 
se vorteilhaft cinen n-MODFET Qber einen p-MODFET 
anzuordnea FQr die Herstellung cincr derartigen An* 
ordnung wird betspielsweisc auf einem p~ -Si-Substrat 1 
cine Halbleiterschichtenfolge aus 

- cincr undotierten SiojCeorSchicht 2 mil einer 
Schichtdicke von 1 0 bis 50 nn% 

- cinerp-p > p--Si-Sciw±tenfolge3,4,5rnheiner 
Gesamtdscke von erwa 50 nnv 

- ciner p+-doticnen Atzstoppschicht 13 aus Si 
odcr SiGe mit einer Schichtdicke von etwa 20 run 

- cincr undotierten Puff erschicht 6 aus SiotrsOeeus 
mit einer Schichtdicke von etwa 300 nm, 

- ciner undotierten Si-Schicht 7 mit einer Schicht- 



dicke von 10 bis 50 nm 

- cincr n~n *n--Sii-,Ge,-Schicbtenfolge * 9. 10 
mit cincr Gcsamtschichtdicke von etwa 30 nm und 
einem Ge-Anteil von x » 0,5, 

s - cine n~-dotierten Si-Schicht 11 mit cincr 
Schichtdicke von etwa 20 nm. und 

- einer n*-dotierten Kontaktschicht 12 aus Si mil 
, . ciner Schichtdicke von etwa 10 nm aufgebracht 

(Rg.2> 

10 

Die aktiven Bauelementschichten fQr den p-MOD- 
FET sind die Schichten 2 bis 5 und fUr den n-MODFET 
die Schichten 6 bis It. Die Ladungstrtger werden bei 
einem derartigen Schichtaufbau jeweils aus der hochdo- 
is tierteo Si-Schicht 4 bzw. SiGe-Scbicht 9 in die p-Kanal- 
schicht des p-MODFET. die Sic^ccu-Schicht Z bzw in 
die n-Kanalschicht des n-MODFET. die Si-Schicht 7. 
trans portico. An der Grenzschicht zwischen der 
SiosCeod-Schicht 2 und der p~ Si-Scbicht 3 wird ein 
30 zwetdimensionales Lochergas (2DHC) erzeugt. An der 
Grenzschicht zwischen der Si-Schicht 7 und der n~-Si- 
Ge-Schicht S wird ein zweidimensionales Elektronengas 
(2DEG) erzeugt. Die zusatziiche Kontaktschicht 12 ver- 
bessert die Kontaktflfatgkeh der Source- und Dratn- 
zs Kontakte des n-MODFET. Die zusitzliche hochdotierte 
Si. Oder SiGc-Schtcht 13 kann einerseits als Kontakt- 
schicht fQr den p-MODFET verwendet werden als auch 
als Atzstoppschicht da zur Strukturierung des p-MOD- 
FET die Halbleiterschichtcn 6 bis 12 bereichsweisc weg- 
30 ge&tzt werden. 

Der Schichtaufbau der komplementiren MODFET 
kann auch durch weitere. fur herkommliche MODFET 
ubtiche Modifikationcn abgeandert werden. So kann 
z. a die Pufferschicht 6 weitere Heterostrokturschich- 
as ten oder ein Ubergitter aus Si- und SiGe- Schichten cnt- 
halten. 

Die in Fig. 2 angegebene Schichtenfolge kann auch 
derart abgeandert werden, da 3 die p-MODFET Schich- 
tcn 2 bis 5 Ober den n-MODFET-Schichten 6 bis 11 
40 auf gewachsen werden. 

Auflcrdem kann auch die folgende Halbleiterschich- 
tenfolge (Fig. 3) fur eine CMOD-Anordnung, bei der 
z. B. der p-MODFET ober dem n-MODFET liegt, ver- 
wendet werden. Der p-MODFET besitzt einen p-Kanal 
45 aus einer Ge-Schicht 2a. 

FOr den n-MODFET ist auf dem Si-Substrat 1 eine 
Si i_ .Ge-Schicht 6a mit einem Ge-Antcil x > 05, und 
einer Schichtdicke von > 05 \im «b Puffer aufgewach- 
sen, um die mechanischen Versparmungen auszuglet- 
so chen, die durch unterschiedltche Gitterkonstanten des 
Si-Substrats und der Si-Ge-Schichten 7 bis 10 des 
n-MO DFET zustande kommen, Zwischen der n-MOD- 
FET-Schkhtenfolge und der darauf abgeschiedenen 
p-MODFET- Schichtenfolge sind eine n^-dooerte Att- 
ss sioppschicht 13 a und ein sog. Spacer 6b auf gewachsen. 
Der Spacer 6b besteht z. & aus einer SiasGecj-Schicht 
mit ciner Schichtdicke von etwa 50 nm (Fig. 3). Die 
Schichten 6a* 6b kann en auch beide ab Pufferschichten 
ausgebildet werden. wobei die Schtcht 6a aus 
» Sio/sGeozs mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm und 
die Schicht 6b aus SiiusGeojs mit einer Schichtdicke 
von 200 nm besteht 

Zur Herstellung einer geeigneten CMOD-Schaltung 
mit einer kompakten, kurzen Kontaktierung wird aus- 
65 gehend von den oben beschriebeoen HaJ Wei terschich- 
teniolgen die obcre MODFET-Schichtenfolge bis zur 
Atzstoppschicht 13 bereichsweise abgetragen, etwa 
durch Mesa-Atzen. Anschliedend wird die Atzstopp- 
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schicht 13 bis zur Schicht 5 entfernt Es entsteht die 
mesafdrmige oberc MODFET-Stm ktur 1 4 (Fig. 4a). 

Danach wird die untere MODFET-Schichtenfolge 
mesa/ormig abgeatzt. derart. daB zwischen der obercn 
und untcren MODFET-Struktur 14. 15 ein Gate-Zuiet- 5 
tungs- Bereich 16 freigelegt wird. AuBerhalb der MOD- 
FET-Strukturen 14. 15 und im Gate- Zuleitungs- Bereich 
16 liegt das Substrat 1 frei (Fig. 4b). Gegebenenf alls ist 
es fGr eine einfachere LeiterbahnenfOhnjrig uber die 
Mesaflanken und eine bessere Justiermdglichkeit fQr die 10 
Atzmasken vorteilhaft, ei nen B ereich 17 zwischen der 
oberen und unteren MODFET-Struktur 14. 15 ais Stufe 
einzubringeiL (Fig. 4 b). Anschlie&end erfolgt die Struk- 
tuiierung der Source*. Drain- und Gate- Kontakte. Die 
Source- Kontakte (18, 18a) we rden auf der Oberflache 15 
der oberen und unteren MODFET-Struktur 14. 15 ge- 
trennt angeordnet (Fig. 4c). Ein gemeinsamer. die 
MODFET-Strukturen 14. 15 Oberlappender Drain- Kon- 
takt 19 wird auf der Oberfllche der MODFET ange- 
bracht (Fig. 4c). Die elektrischen Zuleimngen 21b, 21c 20 
zu den Source- und Drain- Kontakten 18. 18a, 19 fOhren 
Ober die Mesaflanken der MODFET-Strukturen 14. 15 
auf das Substrat 1. Die elektrischen Zuleitungen kdnnen 
auch uber ein auf der MODFET-Oberfliche an den Me- 
saflanken aufgebrachte passivierende Schicht gefOhrt 25 
werden. 

Da nur wenige Kontakt materialien, z. B. geteropertes 
Aluminium, einige Stlizide, geeignet sind, sowohl auf et- 
ner n- ais auch p-leitenden Schicht aufgebracht zu wer- 
den, ist es vorteilhaft unterschiedlich leitfahige Zonen 30 
auf der Oberfllche der MODFET-Strukturen 14. 15 fur 
die ohmschen Kontakte zu implantieren oder geeignete 
ohmsche Kontakte aus untcr schicdlicheo leitflhigen 
Materialien auf den MODFET-Oberffachen aufzubrin- 
gen und anschlieOend eine einfaeitliche MetaJlisierung jj 
z. B. rait At, durchzufOhren. Dadurch wird die Kontakt- 
flhigkeit der Source- und Drain-Kontakte optimiert 
und es wird ein fOr die Kontaktbtldung bet gleichzehiger 
Herstellung der ohmschen IConukte notwendiger Tem- 
perschritt eingespart 40 

Nach der Herstellung der ohmschen Kontakte IS. 
18a, 19, die entweder beim Legxeren oder Aktivieren der 
implantierten n*- und p+ -Zonen einen Temperschritt 
erfordera, wird der Gate- Kontakt 20 hergestellt 
(Fig. 4c). Es wird eine gemeinsameden o- und p- Bereich 45 
der oberen und unteren MODFET-Struktur 14, 15 Ober- 
iappender und uber den Gate- Bereich 16 fOhrender Ga- 
te- Kontakt 2D aufgebracht Fur eine Si/SiGe-CMOD- 
Struktur eignen sich zur Herstellung etnes Gate ais 
Schottky- Kontakt z. aTi oder MoSb oder CrStj. so 

Ahernativ kann auch ein MLS-Gate mit einer dQnnen 
Isolatorschicht von etwa 20 bis 50 nm unter dera metalB- 
schen Gate-Kontakt hergestellt werden. Die eJektrtsche 
Zuleitung 21a rum Gate-Kontakt 20 wird zwischen den 
MODFET-Strukturen 14. 15 im Bereich 16 auf das Sub- 55 
strat t aufgebracht. 

Fur die elektrischen Zuleitungen fOr die Gate-. Sour- 
ce- und Drain-Kontakte wird z. & Al oder TiAu verwen- 
det Die elektrischen Zuleitungen sind mOglichst dick 
gestaitet mit einer Dicke von mindestens 0*2 jun. eo 

Ein weiteres AusfOhrungsbctsptel fur eine CMOD- 
Anordnung ist eine laterale Anordnung der MODFET. 
Zu deren Herstellung wird eine Haibleiterschichtenfol- 
ge gemafl der DE-OS 37 31 000 verwendet, bet der auf 
einem Si-Substrat 1 eine undo dene SiGe- Puff erschich- m 
ten 2 und darauf die Kanalschichten 24, 25, 26 aus i-Si, 
i-SiGe und i-Si aufgebracht sind (Fig. 5a> 

In dieser Scfatchtenfolge werden die Ladungstriger 



aus implantierten Bereichen 27, 2* 29, 30 lateral in den 
n- und p-Kanal abgegeben. Die implantierten Bereiche 
27, 26 fur z. B. p-Leitung und die implantierten Bereiche 
29. 30 fur z. B. n- Lei tun g werden gemafi Rg. 5a hinter- 
einander in die Halbieiterschichtenfolge eingebrachc 
Die Tiefe der Implamationsbereiche 29, 30 muO iiber die 
i-SiGc-Schicht 25 hinausreichen in der das 2DHG 31 
erzeugt wird (Fig. : 5a> Die Implanutionabereiche 27. 
28 mussen bis in die i-Si-Schicht 24 ausgebildet' werden. 
da sich in der i-Si- Schicht das 2 DEG bildet. Das Implan- 
tationsprofil der Bereiche 27, 28. 29, 30 muB eine geringe 
Oberflflchenkonzcntrauon(< 10 17 cm- 3 ) und eine hohe 
Konzentration(> 10 "cm-* von Laduogstragern im Be- 
reich des 2DHG bzw. 2DEG aufweisea. Dadurch ist 
gewahrletsteu daB cut guter Schottky- Kontakt ais Gate- 
Kontakt auf der Oberflache der CMOD-Anordnung. 
der die Implanutionsbereiche 27. 28 bzw. 29. 30 Ober- 
lappt, hergestellt ist. AuBerdero wird dadurch eine hohe 
Ladungstragerflachendichte im 2DHG bzw. 2 DEG er- 
zielL Derartige Implantauonsprofile werden erreicht, 
z. a mit fmplantaten wie BFj oder As bet Energien urn 
20 keV. 

Da sich jedoch gering dotierte Bauclcmentoberftl- 
chen fur ohmsche Kontakte nur sehr schlecht eignen, 
werden vorzugsweise zusltzlich zu den implantierten 
Bereichen 27, 28, 29 30 n + - bzw. p ♦ dotierte Zonen 32. 
33, 34, 35 in die Halbieiterschichtenfolge eingebracht 
(Fig. 5b\ Auf diese hochdoberten Zonen 3Z 33, 34, 35 
werden gemlB Fig. 5c die Source- und Drain-Kontakte 
3* 37, 38 mit geeigneten Metallisientngsverf ahren auf- 
gebracht. Die Source- Kontakte 37, 38 sind getrennt auf 
der CMOD-Anordnung aufgebracht. Ais Drain- Kon- 
takt fOr den n- MODFET und den p- MODFET ist ein 
gemeinsamer ohmscher Kontakt geeignet. Anschlie* 
Bend wird ein gemeinsamer Gate-Kontakt 39 zwischen 
den Source- Kontakten 37, 38 und dem Drain-Kontakt 
36 hergestellt (Fig. 5c> Der Gate-Kontakt 39 ist so di- 
mensioniert. daB er die n- und p- Bereiche 27. 2a 29. 30 
Oberiappt Dadurch wird eine seitliche Einschnflrung 
des 2DHG bzw. 2DEG durch eine tiefe Raumladungs- 
zone unter einer gering dotierten Oberflache z. B. der 
i-Si-Scmcht 26 vermieden. Die elektrische Gate-Zulei- 
tung 40 ist zwischen den Source- Kontakten 37. 38 ange- 
ordnet. 

Ais Kontaktmateri alien eignen sich fOr diese Si/SiGe- 
CMOD- Anordnung Al oder Sihzide. 

Die Erfindung ist nicht auf die in den Ausf Qhrungsbet- 
spicien angegebenen Materialien beschrankt. FOr eine 
vertikale CMOD-Anordnung gemilB den Fig. 4a - c eig- 
net sich beispielsweise eine Halbieiterschichtenfolge auf 
einem semusolierenden GaAs-Substrat aus 

— einer undotierten GaAs-Schicht, 

- einer p " -dotierten GaAlAs-Schicht ais Spacer, 

— einer p* -dotierten GaAlAs-Schicht, 

— einer p " -dotierten GaAs-Schicht. 

— einer Pufferschicht aus GaAlAs oder Ga As, 

— einer undotierten GaAs-Schicht. 

- einer n ~ dotierten GaAi-Schicht ais Spacer. 

- einer n * -dotierten GaAlAs-Schicht. 

- einer n~ -dotierten GaAlAs-Schicht ais Spacer, 
und 

- einer n~ -dotierten GaAs-Schicht 

FQr eine laterale CMOD-Anordnung gemaB den 
Fig. 5a-c eignct sich z. a eine Halbieiterschichtenfolge 
auf ein GaAs-Substrat aus 
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— einer GaAs- Puff erschicht 

— einer undotierten GaAs-Schicht, 

— einer undotierten GaAlAs-Schtcht und 

— einer undo tierten GaAs-Schicht. 

5 

Als Implantationsmaterial fur die p-Bcretche eignet 
sich z, B. Be und for die n-Bereiche SI 

PatentansprOche 

10 

1. Lntegrierte Halbleiteranordnung, bei der auf ei- 
nem Halbleitersubstrat mindestens zwei komple- 
men tire modulationsdotierte FekJeffekttransisto- 
ren (MODFET) angeordnet $ind» dadurch gekenn- 
zeichnet, 13 

— da 8 zumindest zwei kom piemen tire MOD- 
FET vertikaJ Oder lateral hintereinander aui 
einera Halbleitersubstrat angeordnet sind, 

— daB die komplementaren MODFET einen 
gemeinsamcn symmetrisch abgreifbaren Ga- to 
te-Kontakt besitxen, und 

— daB fur die komplementaren MODFET ein 
gemeinsamer Drain* Kontakt aus gleichem 
Kontaktmaterial hcrstellbar ist. 

2. iDtegrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 25 

1, dad arch gekennzeichnet 

— daB die komplementaren MODFET hinter- 
einander vertikal angeordnet sind. und 

— daB die Ladungstrager aus einer hochdo- 
tierten HaJbleiterschtcht des jeweiligen jo 
n-MODFET und p-MODFET vertikal in den 
n-Kanai Oder p-Kanal der MODFET transpor- 
tiert werden. 

X lntegrierte HaJbleiteranordnung nach Anspruch 

2, dadurch gekennzeichnet, daB auf einem Si-Sub* 35 
strat (1) eine Si/SiGe -Halbleiterschichtenfolge fQr 
mindestens zwei komplementare MODFET aufge- 
wachsen ist so daB cine Halbleiterstmkrur entsteht 
bei der der n-MODFET Uber dem p-MODFET an- 
geordnet ist 40 

4. lntegrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet. daB auf einem Si-Sub- 
strat (1) eine Si/StGe-Halbleiterschicht enfo lge fur 
mindestens zwei komplementare MODFET auf ge- 
wachsen 1st, so daB eine Halbleiterstruktur ent- 45 
stent bei der der p-MODFET uber dem n-MOD- 
FET angeordnet ist 

5. lntegrierte Halbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net. daO sich das zwei dimension ale Loch erg as so 
(2DHG) des p-MODFET in der Grenzschicht zwi- 
schen einer undotierten SiGe-Schicht uod einer 
p~ -do tierten Si-Schicht bildct. 

6. lntegrierte Halbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruche t bit 4, dadurch ge* 5$ 
kennzekhnet daB sich das zweidimensionale Lo- 
chergas (2DHG) an der Grenzschicht zwischen ei- 
ner undotierten Ge-Schkht und einer p~ -dotierten 
SiGe-Schicht bildet 

7. lntegrierte Halbleiteranordnung nach einem der 60 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net daB sich das zweidimensionale Elektronengas 
(2DEG) an der Grenzschicht zwischen einer undo- 
tierten Si-Schicht und einer n - -dotierten SiGc- 
Schicht bildet 65 
8L Verfahren zur Hersteflung einer integrierten 
HaJbleiteranordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche; dadurch gekennzeichnet 
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— daB auf ein Halbleitersubstrat (1) eine Halb- 
leiterschichtenfolge fur komplementare 
MODFET epttaktisch aufge wachs en wird, die 
zwischen der n- und p-MODFET-Struktur ei- 
ne hochdotierte Atzstoppschicht (13) ent halt 

— dafl die obere MODFET-Schichtcnfolge bis 
zur Atzstoppschicht (13) teilwetse durch Mesa- 

. Atzen entfernt wird und eine obere MODFET- . 
Strukmr (14) hergestellt wird. 

— daB anschlie&end die Atzstoppschicht (13) 
entfernt wird und die untere MODFET-Struk- 
tur (15) durch Mesa- Atzen hergestellt wird, 
derart daB auBerhalb und zwischen der obe- 
ren MODFET-Struktur (14) und der unteren 
MODFET-Struktur (13) das Substrat freigc- 
legt wird und ein Gate-Bereich (16) hergestellt 
wird (Fig. 4b\ 

— daB anschJieBend die Source- und Drain- 
Kontakte (IB, 18a, 19) hergestellt werden, der- 
art daB die Source- Kontakte (18, 18a) auf der 
Oberflache der unteren und oberen MOD- 
FET-Struktur (14, 13) getrennt angeordnet 
werden oder ein gemeinsamer, die MODFET- 
Struktur en (t4w 15) Oberlappender Drain-Kon- 
takt (19) hergestellt wird, 

— daB ein die obere und untere MODFET- 
Struktur (14, 15) uberlappender Gate-Kontakt 
(20) hergestellt wird, 

— daB die elektrischen Zuleitungen (21a, 21b, 
21c) zu den Source-. Drain- und Gate-Kontak- 
ten auf dem Substrat (1) gefuhrt werden, und 

— daB die Gate -Zuleitungen (21a) zwischen 
den Source- Kontakten (18, 18a) im Gate-Zu- 
leitungs- Bereich (16) gefuhrt wird (Fig. 4c). 

9. lntegrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 

I, dadurch gekennzeichnet 

— da& die komplementaren MODFET hinter- 
einander lateral auf dem Substrat angeordnet 
sind, und 

— daB die Ladungstrager aus implantierten 
Beret chen lateral in den n- und p-Kanal der 
MODFET transport iert werden. 

ia Verfahren zur HersteUung von Source-. Dram- 
und Gate-Kontakten fOr eine integrierte Halblei- 
teranordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet 

— daB in die n- und p-implantierten Source* 
und Drain- Bereich e (27, 28,29,30) der komple- 
mentaren MODFET n+- und p*-implanuerte 
Zonen (32, 33. 34. 35) fOr die obmschen Kon- 
takte eingebracht werden (Fig. 5bX 

— daB mit einem geeigneten Metallisierungs- 
verfahren ein gemeinsamer Drain- Kontakt 
(36) und getrennte Source Kontakte (37, 38) 
auf der Oberflache der CMOD-Anordnung 
hergestellt werden, 

— daB zwischen Source- und Drain- Kontak- 
ten (38, 37, 38) ein Gate-Kontakt (39) einge- 
bracht wird (Fig. Sc\ 

— daB der Gate-Kontakt (39) derart dimensio- 
niert wird, daB das Gate- Me tail mit den im- 
plantierten Source- und Drain- Bereichen 
uberiappt und 

— daB die elektrische Gate-Zuleitung (40) zwi- 
schen den Source- Kontakten angeordnet wird. 

II. lntegrierte HaJbleiteranordnung nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Gate-Kontakt als Schotiky-Kon- 
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tikt lusgebildet ist 

12. Imcgricrte Halbleiteraoordnung nach einem 
der Ansprucfee I bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
da 8 das Gate afs M ISO ate ausgebildet isc 
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Abstract (Basic): DE 4101167 A 

The layout for CMOS FETs features a single gate 
contact and a common drain contact for both transistors. 
The layout is applicable for a variety of semiconductors 
materials and may be configured either vertically or 
laterally. The lateral arrangement for silicon comprises" 
a silicon substrate (1) with an overlying undoped SiGe 
buffer layer covered by intrinsic Si (24), SiGe (25), and 
Si (26) layers. P-type (27, 28) and n-type (29,30) regions 
are formed by implantation and extend to the i-Si layer 
(24) and the i-SiGe layer (25) respectively to enable the 
formation of two dimensional electron or hole (p or n) 
channels. 

The p and n-type regions are covered by metallic areas 
forming a common drain contact (36), separate n and p-type 
source contacts (27, 28) and a single gate (39,40) contact, 
the latter being arranged to overlap the implanted p and n- 
type regions to assist channel formation. 

ADVANTAGE - Reduces contact, width^and substrate 
area required for CMOS FETs. 



